TUMERC 22,748

MEMORT A DESCRIPTIVA
psra soliciter
PATZNTE D E INVENCI COCHN
en
3 ESPANA
. por VIINTE &fios
. e nembre de N, V. PHILIPS’ GLCEILAMPENFARAIEKEN, constitui-
de en Zindhoven, establecide en Emmasingel 6, ZINTHCVEN, Ho-
landz, por
UN SISTHIA D& ZLECTRCDCS PARA RECTITFICAR C CONTRCLAR

CSCILACICNES ELECTRICAS DE ALTA O MEDIA FRECUENCIA,

Bl invento ee refiers a un sistema de electrodos pars
rectificar o controlar oscileciones eléctrices de zlte o me-
die frecuencie, en el cuzl se dispone entre los electrodes
una cspa oclusivae que adecuadzmente ss aplice por separado.

5 En egta clase de sistemas de electrodos se dispone
uno electronegativo de unz sustancia semiconductora. ZEsta

sustancia esté limitada, por lo mesnos en un lzdo, por unsa
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‘cual se colocs un electrode conducter,

cape oclusiva (en ls cual pueden disponerse una o més reji-
1las) de gruesoc muy pequeo (de C,1 & 1C micras), sobre la
Is ventajose epli-
cer separademente dichs ceaps.

Iste sistema de electrodos tiene difersntes ventejas
pere su empleo, por ejexplo en speretos de rsdio o de tele-
vigibén, Al exmpleerlo como detector el efecto rectificsder
puede obtenerse fécilmente con una tensidn relativemente ba-
ja evliceda = los elsctrodos, ye que este tensiébn, debide
el poco grueso citads de la cutfculs oclusiva, puede produ-
cir entre los electrndos un campo eléctrico de considerable
intensidead.

Pero este sistema electrédico tiene el inconvenien-
te de poseer une autocepacidad relativemente alts. Esta ca-
pacided es determinsds por ls magnitud de la superficie de
contacto entre el elsctrodo conductor y lsz ceps occlusive, o
por la magnitud de la superficie de contacto entre el elec-
trodo semiccenductor y dicha capa, o blen por la megnitud de
la superficie de contescto entre el electrodo semiconductor
¥ el conductor de corriente, pues en este Ultimo casc séle
toma perte en la conduccidn en lo esencizl la columna del
electrodo semi-conductor cuys seccidn corresponde eproximea-
damente 2 l& citade superficie de contacto entre dicho elec-
trodo y el conductor de corriente.

Pare eviter los inconvenientes de 1la slta eutocape-
cided, con arreglo sl invento por lo menes una de laes par-
tee que determinen la capecided del miemo se hsce de tzl
forme, por medio de una mesa en estado 1{quido, que la su-
verficie de contacto que determine la cepacidad se lixits
& une superficie gque no excede de 1C mme., utilizendo s este
efecto bien ses la tensién superficisl de la mess eplicede

en pequea cantidsed dosificedas, bien une envoltura dispues-
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ta sobre lz superficie de contacto en torno de dicha masa.

La mase lfquids puede por ejemplo, ser de la sustencis de
los electrodos fundids, perc tsmbién puede en su caso conte-
nerla a modo de una combinacibén quimice en estado de sclucibn

o suspensidn.

Un ddector de cristal tal como se utilizabs antes en
speratos de radio sole surte efecto rectificsdor en uno o en
glgunos puntos de su superficle, y precisamsnte en los que
tienen una cutfeuls oclusive, de tal grueso que su resisten-
cle no tenga un velor demasiado slto y corresponda & la ten-
sién que se ha de rectificer. Por tanto, al emplear un cris-
tal como detector debe tenteerse con un contsascto metélico
efiledo la superficie del cristel hasta que se encuentra un
punto con efecto rectificeder,

Los sistemas de electrodos del presente invento no
tienen este inconveniente. Tn ellos cada punto de la capa
cclugiva donde un punto de un electrodo final estd enfrente
de un punto del otrc electrodo finael tiene aceidn rectifice-
dors,

Como el gruesec de la citada cutfculs en un sistems
electrddico seglin el invento esté determinsde previaments,
se puede graduar completamente la cepscided.

Ye se ha propuesto disponer en un detector de bxido
cupros¢, para une de log electrodos, un cono de plome trun-
cedo como conductor de corriente. Ia capescided en este ca-
so es determinedas por la superficis de la capa de grafito
gun existente, debajo del cono de plomo., Te este modo uns
superficie pequeia raproducible es muy diffcil de logrear.

El invento permite hscer extrsordinarismente pequedia
la cepecided propia de un sistema de electrodos. Pero los me-
dios emplezdos csgin el invento pars lograr el efecto desea-

do dan, en contraste con los conocidos, la posibilidsd de de-
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terminar previementse y conseguir, incluso en la fabricszciédn

en gerle, un valor daterminado reproducible de la cepecided

propla, ®n efecto l2 reproducibilidad es de gran importan-

cie en conexién con el hecho de que la sutocapacidsd influ-

ye en el circulto en que sstéd intercalado el sictema. Pars

congeguir el efecto més favorsble en dicho circuite, se to-

men clertes medides 2l proyectarlo. ahora bien, =i la suto-
capecided de los diversos sistemas de elsctrodos fuerz dis-

tinta, 8sun habiéndose tomado ciertes medidas, las mismas no

podrian surtir efecto en virtud de las dificultades con que

se tropezaria el tener que reexmplazar el sisteme por otro

de cepecidsd distints,

-~

Ctra ventaje de sisteme de electrodos del invento es

que, & consecuencia de su construccidn recogida, necesita ro-

Q2

uisime especio, vor ejemplo, en un receptor de rsdio, al pa-

L

S0 que se puede hacer como un conjunto sbélido, por ejerplo
llenéndolo con mesa de compound.

En contreposicibn con les lémpares corrientes de re-
Gio estos eistemas de electrodos no necesiten energfa de cal-
deoc ceatébdico.

Los hiles de conduccién de tzl energfa, por ejemplo
e una lémpars detectora, determinsn el lugar de ls misma en
el eparato porquse = conssecuencis de la acceidn perturbadors,
ror ejemplo en la parte de elta frecuencis, la fuente de ener-
gle de caldeo de corriente slterna hsbitual en los recepto-
res modernos no puede disponerse en los puntos que se quie-
ra del apsareto,

Por le falte de estos hilos de corriente se simplifi-
ca esencialmente el problsma de ls disposicién de un detec-
tor segln el invento. Tste puede disponerse donde resulte
més sdecuado en relacidn con la obtencién de ls mfinims lon-

gitud de hilos de conexién. Grascies 2 las pequedes dimensio-
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nes y sl poco peso un sistema de esta clase puede en su ce-

S0 suspenderse y mon-arse en los miemos hilos.

Se limite gue le msss aplicada en forme rigide o en
suspensidn se escape, como ye se ha dicho, por la tensidn
superficial de les gotas aplicedas en centidasd dosificada
o empleando una envelturs,

In une forma favorable de ejecucidn del invento es-
ta enveoltures es de sustancia aisledora, Son muy edecuados
pare le envoltura el cusrzo, la esteatita, la resins srti-
ficlal, por ejemplo volistireno, y la porcelans.

Se explicaré wés detallademente el invento con re-
ferencia 2l dibujo adjunto, cuyas tres figurss, especialmer-
te la 3, son represertaciones de los sistemas electrdédices
descritos, en escals aumentade en grscis a2 la clarided.

Como electrodo semiconductor (electronegativo) (fi-
gura 1) se elige el sulfure cuproso (Gugs). BEsta sustencis
se aplica como tal a presibn sobre um goporte de latdn 2.
Luego el semiconductor se recubre de une capa oclusiva de
polistireno 3, lo cual puede hacerse, por ejemplo, sumergién-
dolo en un befo que contiene disuelto en bencina meterisl
de diche cape, y extrayéndolo lentamente del bafio, Corres-
pondiendo & la tensién que se he de ocluir puede emplearse
un grueso de 1 & 10 micras.

Sobre la cepe de cierre se dispone un tubito 4 de
cuerzo, cuyo teledro tiene curso cdénico hscis ls parte infe-
rior, de meneras que en 5 ge encuentre un orificio de unos
¢,125 mme,

Iste tubito puede sujetarse bien sz 1la caps coclusi-
ve 3, 81 el mismo materisl de éste se utilizs como aglutinen-
te. En su caso es necessrio pare ello un calentamiento, por
ejemplo, a 1009C cumplidos. &n dicho taladro se dispons =l

hilo de corriente 6, después de lo cmal el tubito 4 se lle-

-5




R R:X

145

160

165

ne can una suspensidén metélice 7, por ejémplo, de plzstino en
slcohol, o con una solucidn coloidal de grafito (por ejemplo
la que se vende con el nombre de rpquadegh), Despubds de eve-
porer el medio de suepersibn se ha producido une conexidn
mecénica y eléctrice del electrodo conductor 7 con el hilo

de corriente 6. En vez de una suspensibn metélice puede em-
plesrse una combinecidn quimice de un metsl, reduciendo la
misme subsiguienterente. Puede ut:lizarse uns de las cono-
cidas soluciones de plata, por ejemplo, une solucién de ple-
ta ezmoniscel, 2 la que se gfade glucosa.

En su caso el tubito 4 puede quitarse despuds de
colocer el electrodo conductor.

El siguiente'ejemplo de construccidn se refiere =z
un detector (figura 2) en el cuzsl se encuentra selenio como
dectrodo negstivo.

Sobre una plece de latdn 8 gse aplice une centidsd
dosificeda de sgelenic 1{quido 9, que después de enfriada se
recubre de una cepa de cierre de resina ertificial 10, que
cubre tembién le superficie del latén que no sstéd recubier-
te del selenio.

Tl coporte con el selenio y la caps oclusive de en-
cime del mismo se introduce luego en un horno y durente al-
gin tiempo (en genersl de 2 & 24 horas) se calienta & unos
2C02C. ©&Hste procese tiene por objeto convertir el selenio
en su modelidad cristeline conductora. Si pars dicha cape
se emples polistireno como resina artificiel, el calentamien-
to tiene sdemés la ventsja de que el poelistireno se puede se-
guir polimerizende, con lo cusl las propiedades dieléetrices

gun son més favorables.

Luego se splice sobre la capa occlusiva, una cantidecd
dosificade d¢ metel de Rose 11, Esta csntided 11 esteré en

contacto con la cepa oclueiva sdlo en una superficie limi-

tads (por ejemple de C,25 mme). HEsta superficie puede deter-
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minerse de sntemeno y depende de le tensidn superficizal y

de la centidad de meterisl.

Mientrss la gotes 11 estd =zun l{ouide, se sumerge un
hilo 12, que después de solidificsrse el material de elec-
trodos garantiza una buena conexibén mecénice y eléctrica.

Los dos ejerplos descritos se refieren a lz cons-
truccidn de un sisteme electrbddico en el cual el electrodo
semiconductor se aplica en ceapas delgade sobre una pleca pla-
na, al paso que el electrodo conductor se forme en una en-
voltura o con una gote dosificada. A continuacidn describi-
remos la construccidn de un sistems segln el invento con re-
ferencie a la figurs 3, sistema en el cusl el selenio, o
ses el slectrodo semiconductor, se aplica en una envoltura
en forma de perla.

En una perla de esteatite 13 con un taladro cilin-
drico de unos 0,5 mm. se gplica grafito 14 hasts una disten-
cie de unos C,0% mm del borde superior. Este grafito sirve
vare congegulr un buen contacbdo con el selenio 15 que ha de
splicarse sobre él. H#n 16 se encobra el grafito por vis
electrol{tice, pera poder solderle un kEilo de corriente,

Luego el huezo de la perla encima del grafito se
llens ds selenio lfquido 15, Para consegulr un grueso uni-
forme y una superficie liss de la caﬁa de selenio, éste,
cuendo ain estéd lfquide, se rae, por ejemplo con una nave-
ja de afeiter,

Sobre el selenio, y en su caso sobre tods ls super-
flicie de la perla, se forma luego una caps oclusiva 17 por
sumersién en una solucidn de polistireno en bencina.

Después de este tratemiento se celisnta todo & unos
2002C como se ha dicho en el ejemplo znterior.

Sobre la capa de cierre 17 se coloca el contrasclec-

trodo 18 aplicendo una cantidad dosificade de metsl de bajo
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punto de fusidn, por ejemplo, metal de Wood, en la cual se

enceje el hilo 19, mientras la gota esté sun 1iguide, y al
c0lidificarse queda 2ien sujeto.

En los ejemplos descritos se emplea una perla pars
envolver el materizl de electrodos, que gbarce el semicon-
ductor o el electrodo conductor.

BEs evidente que también pusden montarse en una sola
perla cada uno de los dos electrodos, tanto el buen emisor
como =1 semiconductor. Las dos perlas pueden fijarse entre
gi, por ejemplo, con polistireno. Con esto se consigue no

solc un excelente aislsmiento entre los electrodos sino tam-
bién una buena conexidn mecédnica, porque el polistireno es
un egcelente aglutinante,

Para dar aun whs solidez 2l cenjunto, y para suje-
tar bien mecénicemente loe hilos de corriente,ecste sistems
de slectrodo, en su caso despuds de sncajarlo en un tubito,
se risgas con compouni., Tntonces los hilos estén 2n la masa
de compound, con lo cual se descargan de fuerzas mecsdnicas
los puntos de unidn con los electrodos.

Log ejemplos de las fisuras 1 y 3 tienen una perls
de sustancia aisladora. Pero se comprende blen que puede
emplearse una envoltura de sustancia conductora. =1 grueso
de parad de esta enviliura no debe sn tal ceso ser demasiado
grande (aproximadamente de C,l mm), pues de lo contrario in-
fluirf{a desfevorablements en la autocapacidad. ZIntonces se
de a la envolture, por ejemplo, la forma de un cono huseco,
con un peque?o taladro, por ejemplo de C,5 mm =n la cisyi-
de, que se dispone sobre la capa oclusiva,

Tamblin es dosible comstruir, en vez de sistzmas de
dos slectrodos como los descritos en los ejemplos, sistemas
de tres o més, si en la caps intermedia se disponen electro-

das en forms de rejilla.
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Eesta enlicitud, que corresponde 2 la presantada en
Alemenia sl 30 de Julin de 1935, bejo el nimero 38,428 VIIIc/
2lg, se acoge & los bsneficios del articulo 51 del vigente

Zetatuto ds Pronisded Industrial,

P
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Los puntos de invencidn pnropla y nueva, que se opre-
sentan pera que geazn objeto de esta Patente de VEINTT £%osg,
gon los sigulentes:

12, - Un sistema de electrodos mars rectificar o con-
trolsr oscilaciones eléctricess de slta o medis frecusncie, en

el cusl se dispone entre los electrodos unsa capa de aislemian-

to, que eg conveniente splicar por separado;

caracterizadon

parque por lo menes una de las vpartes da21 sistema gque dztsr-

mine la cepacidad del wmismo, estd formada con una mags en es-

tado 1{guido de tal maners que la superficie de contacto que

datermina la capscidad estd limitada s

una superficie gue no

sxcede de 10 mme., utilizendo bizn sea la tensidn superficial

de la mssa aplicade en psqueria cantidad
envolturae dispuests en torno de la messa
de contacto,

29. - Un sistzma de electrodos
sn el punte 1o, carscterizado porqus la
euperficle determinante de lz capacldad
fundidoy

ze, - Un sigtema dg electrodos
an el »unto 12, caracterizadoe porque ls
superficie determinente ds la capacidad
pensidn,

42, - Un gisteme de slectrodas

en 21 punto 19, carsctasrizsde norque la

superficie determinante de la capscidad

Py

- Q a
b

dosificada, bien un=s

sobre la superficlie

seglin se reivindica
parte que forma la
se aplica 2n estado
segin se reivindica
parte gque forma la

ge arlica de una sus-

2 . .
segun g2 reivindics
psrts que forma la

esté formede por re-



duccidn de unes combiracién quimice metélica,

265 5¢, - Un sistemns de electrodos segin se reivindica
en cualquierz de los punteos anteriores, caracterizedo por-
gue la enveoltura de le parte que forma la superficie deter-

‘ b winante de la capacidad ss de sustancia aisladora,
. 6. - Un sistema de electrodos segin s2 reivindice

27¢C en el punto 52, caractarizado porque la envoltura es de cuar-

zo, esteatita, resina artificial, npor ejemplo polistireno, o

SRS,

porcelana,

——e

72, - Un sistems de slectrodos segin se reivindics

CtEzes

’*E;; en cualquiera de los puntos snteriores, con un soporte meté-
275 %é lico, por ejemplo, de latdn, sobre el cusl se splica a pre-
21 eidn unes sustancia samiconductera en pelve, por ejemple sul-

furo cuproso (Cuyf), que se recubre de una ceps oclusiva; ca-
recterizado porque esta caps, que puede ger, por ejemplo, dse
volistirenc, lleva sujsto un cilindre con un talsdro cili{n-

280 drico o de curso cénico &l finel, por ejemplo rnegado & ls
sustsncia de la capa de cierre, y porque en el telsdro del
cilindro se disponen un hilo de corrients que con =1 mate-
rial del elsctrodo conducter, que llena sl tsladro y'que en
astado 1lfquide se introduce, pvor ejemplo, de una susvensidn

285 (por ejemplo de platino en alcohnl), da una conexibn eldctri-
ce y mecénics.

82, - Un sistema de elsctrodes segin se rsivindica
en los puntosg 12, 29, 20 4§ 42, en el cual se aplice selenio
como alectrodo semiconductor sobrs un soporte metélico, por

2¢0 ejemplo de latbn, y se recubre de una cepa oclusive; carac-
terizado porque el selenio en estado 1fguide se aplica al so-
porte en cantidad dosificada y el selenis v la superficie del
soporte que no esté recubierta de selenio estén provistos

de una capa oclusives de rssinsa artificiel, por sjempls de po-

205 listireno, sobrs la cuel se aplica el electrndos conductor =n

estado 1fquido y en cantidad dosificade por ejemple, una go-
- 1C -
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ta de metel de Rose, de peso previamente dsterminade) y des-

pubs 98 encaja en dicho electrodo un hilo de corrients,
¢o, - TUn sistems de electrodossegin se raivindice
an cuslquiera de los puntos 12 a 62, con un slectrndo semi-
conductor de selenio y una caps oclusiva asplicada por seps-
redo; caracterizado por un cllindro con teladro en el que
se encuentran tanto el hilo de corriente del electrodo se-
miconductor comn egste mismo electrodo, con 1o cuel el ledo
del cilindro en que esté sl semiconductor, ve recubierta
de una cepa nclusiva, por ejemplo de pelistirsno, y porgue
gobre ests capa, frente & la parte de talesdro del cilindro
en que esté =1 semiconductor, esté formade el electrodo con-
ductor de une gota de una asleaciédn metdlica, por ejemplo
metal de Wood, en la cuel ve encejado un hillo de corriente.
1C9. - Un sistema de electrodos segin se reivingi-
ca en al punto 92¢, caracterizado vorque comn materisl de hi-
1n de corriente del electrode ssmiconductor se elige el gre-
fito, qus se sncoabra por via electrolf{tica al extremo del
teledro en 21 lado contrerio de le capa oclusiva, y después
en le psrte encobradas se sujeta un hilo de corriente, vpor
ejemoln por soldadura,
’ 112, - Un sistema de electrodos segin el punto leo:
caracterizedn porque el electrodo semiconductor va dispuesto
en un cllindro con tzlsdro sagin se reivindica en los vuntos
00 @ 102, estzndo tembién formado el elsctrodo conductor en
un cilindro en cuyo taladro se encaja un hilo de corrients
sujeto nor el meterial del electrodo splicado al tsledro sn
estedo 1fouido, gquedendo entre los dos cilindros una cerea
oclusive, por sjempln de polistireno, que sujeta losg cilin-
dros entre si,
129, - Un sistema de electrodos pares rectificar o

controlar oscilecionss sléctrices de alta o wmedis frecuen-
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Tel y como se ha descrito en la Memoris gue antece-
de, representado en el dibujo que se ascompaXa y con los fi-
nes que ge hen esvacificado.

Este Meworla consta de doce hojas escritas por una

golz csrs,

Hedrid, 12 de Agosto de 19Z6.,

PI .é.l

Alberto de kizaburs
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